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{54) Verfahren zum riickstandsarmen Weichiten von Metallen

(57) Das Verfahren zum riickstandsarmen Weichldten von Metallen beschreibt eine Méglichkeit, in einem
technologischen Schritt sofort einsatzbereite, keine die elektrischen Parameter verschlechternde Riickstidnde
zwischen den Leiterbahnen enthaltende Leiterplatten gedruckter Schaltungen herzustellen. Dazu wird eine
FluBmittelzubereitung vorgeschrieben, die nur Terpencarbonséuren und nicht aliphatische oder aromatische Mono-
oder Polycarbonsauren enthalten darf. Gleichzeitig mu der Lotschritt unter Schutzgas bei moglichst niedriger
Temperatur durchgefiihrt werden. :
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N Erfindungsanspruch:,

Verfahren zum riickstandsarmen Weichléten von Metallen, gekennzeichnet dadurch, daf3 der Lotvorgang unter Schutzgas,
insbesondere Argon, durchgefiihrtwird und dabei Temperaturen zwischen 470 und 600 K, bevorzugt 470-500K, eingehalten und
somit die Bildung von niederen Oxiden der Legierungsmetalle des Lotes, insbesondere SnO und PbO unterdriickt oder stark
verringert wird und daf dabei FluRmittel verwendet werden, die frei von aliphatischen oder aromatischen Mono- oder
Polycarbonsauren und ihren Derivaten, insbesondere Bernsteinsaure, Salicylsiure oder Oxalsaure sind.

Aﬁwehdungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum riickstandsarmen Weichlten von Metallen, insbesondere zum Einléten von
elektronischen Bauelementen in gedruckte Schaltungen unter starker Verringerung der beim Lotvorgang zurlickbleibenden
FluBmittelriickstande, Lthilfsmittel und den daran haftenden Metalloxiden, die sich wihrend des Létvorganges aus dem
eingesetzten Lot bilden. .

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Technische Flul3m_ittel‘wie Lésungen von Kolophonium in organischen Lésungsmitteln und Zubereitungen analoger Art
enthalten oft Zusatze, wie Tenside, Aktivatoren usw. Diese FluRmittel werden in der Technik, insbesondere zum Einidten von
Bauelementen in Leiterplatten, weitverbreitet eingesetzt. Dabei werden die beiden zu |tenden Komponenten mit dem FluBmittel
benetzt und anschlieBend bei 470-600K mit-dem fliissigen Weichlot verbunden. Verfahren dieser Art sind z.B. in den Patenten
‘DD 2602142, DD 227634 oder auch in den Erfindungen DE 2921827, DE 2828197, DE 2741312 beschrieben. Dabei handelt es sich
bei den Aktivatoren oft um organische Carbonsauren oder deren Gemische. Im WP DD 213868 ist eine Losung beschrieben, um
die nachtragliche Reinigung der Leiterplattenzu minimieren und die Létqualitat zu steigern. Das wird hier durch ginen Zusatzan
Siliconél erreicht. :

Bei den genannten Verfahren wirkt das Léthilfsmittel reduktiv auf die zu verbindenden Metaliteile ein, entfernt die Oxidschichten
und gestattet so eine feste Metall/Metall-Verbindung durch das Weichlot. Dabei verbleiben oft FluRmittelriickstande in der Néhe
der Lotstellen, insbesondere auf Leiterplatten. Diese halten gleichzeitig durch an der Luft auf der Létbadoberfiache aus den
Legierungsbestandteilen des Lotes gebildete halbleitende niedere Metalloxide, wie SnO oder PbO, fest.

Ziel der Erfindung

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die bei der thermischen Behandlung von FluBmitteln auftretenden organischen
Riickstande auf den zu verbindenden Teilen, insbesonders auf Leiterplatten zu vermeiden oder zu minimieren. Gleichzeitig wird
die Entstehung von niederen, oft halbleitenden Oxiden der Legierungsbestandteile des Lotes durch geeignete Manahmen
unterdriickt. Durch den Synergismus beider MaRnahmen vermeidet man ein Nachreinigen der Létstellen, insbesondere der
Leiterplat:cen, und erzielt somit bei verbesserten elektrischen Parametern einen groRen Gkonomischen Effekt.

A Darlegung des Wesens der Erfindung

Es ist die Aufgabe der Erfindung ein Verfahren zu entwickeln, da die tiblicherweise beim Weichléten von Metallen
verbleibenden Riickstande des Flumittels und des Lotes vermeidet oder minimiert.

Erfindungsgemaf wird die Aufgabe dadurch geldst, da? der Létvorgang unter Schutzgas, insbesondere Argon, durchgefiihrt
wird und dabei Temperaturen zwischen 470 und 600K, bevorzugt 470-500K, eingehalten und somit die Bildung von niederen
Oxiden der Legierungsmetalle des Lotes, insbesondere SnO oder PbO unterdriickt oder stark verringert wird und daf dabei
FluRmittel verwendet werden, die frei von aliphatischen oder aromatischen Mono- oder Polycarbonsauren und ihren Derivaten,
insbesondere Bernsteinsiure, Salicylséure oder Oxalséure sind. :

L&tmittel ohne diese Zusétze, die nur Terpencarbonsiuren, wie Abietinsdure, enthalten, hinterlassen nun an den Létstellen, aber
insbesondere auf den Leiterplatten einen um den Faktor 10-100 geringeren Riickstand. g

Durch die Kombination der beiden Effekte unterdrickt man die Abscheidung der stérenden Metalloxidriickstande vollstandig,
verringert ihn aber mindestens um den Faktor 100-300, so daf} eine Nachreinigung der Latstellen, insbesondere gedruckter
Schaltungen, entfalit. '

Anwendungsbeispiel
Die Erfindung soll an néchfolgendem Beispiel naher erlautert werden.

Beispiel:

Ein Schwallétbad wird so gekapselt, daB ein von oben laminar zugeflhrter gleichmaBiger Argonstrom (schwerer als Luft)
garantiert, daB die Oberflache des fliissigen Lotes sténdig unter Argon gehalten wird. Zum Loétvorgang wird eine Temperatur
swischen 470 und 600K eingestellt; je nach den zu verbindenden Teilen etc., z.B. 490K. i
Die zu bearbeitenden Leiterplatten werden mit einem Lthilfsmittel behandelt, das frei von aliphatischen oder aromatischen
Mono- oder Polycarbonsduren, insbesondere Bernsteinsaure, Salicylsaure oder Oxalsaure ist und nur Terpencarbonséuren
enthalt. AnschlieRend werden sie unter Argon iiber das Schwalldtbad gefiihrt und kénnen danach sofort verwendet oder
weiterbearbeitet werden. .

—n e A B Altanas hasnnan auf Zinn varrinaert sich im beschriebenen Beispiel auf mindestens 1/100 gegenliber einer
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